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(57) Abstract: The invention concerns a method for producing a thin film from a structure, comprising the following steps: (a) 
producing a slacked structure consisting of a first part designed to facilitate introduction of gaseous species and a second part, the 
second part including a first free surface and a second surface integral with the first part; (b) introducing gaseous species in the 
structure, from the first part so as to produce a cleavage zone, the thin film being thus delimited between the first surface of the 
second part and said cleavage zone; (c) separating the thin film from the rest of the structure at the cleavage zone. 

(57) Abrege : L'invention concernc un procSde' dc realisation d'une couchc mince a partir d'une structure, com pre nan t les clapes 
suivantes (a) realisation d'une structure empilee formee d'une premiere parrie concue pour faciliter T introduction des espeees ga- 
zeuses et d'une deuxieme partie, la deuxieme partie possedani une premiere face fibre el une deuxieme face solidaire de la premiere 
panic, (b) introduction d'cspcccs gazcuscs dans la structure, a partir dc la premiere partie pour crccr unc zone fragiliscc, la couchc 
mince 6lant ainsi ctehmitee entre la premiere face de la deuxieme partie et ladite zone fragilisee, (c) separation de la couche mince 
du resle de la structure au niveau de la zone fragilisee. 
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PROCBDE DE REALISATION D 1 DKE COUCHE MINCE IMPLIQUANT 
L T INTRODUCTION D f ESPECES GAZEUSES 



DESCRIPTION 



Domaine technique 



La presente invention concerne un precede 
de realisation d'une couche mince impliquant 
10 1 1 introduction d'especes gazeuses. Elle permet en 
particulier de realiser des couches d'epaisseur 
relativement fortes. Elle trouve des applications 
notamment dans le domaine des semi-conducteurs . 

15 Etat de la technique anterieure 

L' introduction d'especes gazeuses dans un 
materiau solide peut etre avantageusement realisee par 
implantation ionique. Ainsi, le document FR-A-2 681 472 

2 0 { correspondant au brevet americain N° 5 374 564) decrit 
un procede de fabrication de films minces de materiau 
semiconducteur. Ce document divulgue que 1 1 implantation 
d'un gaz rare et/ou d'hydrogene dans un substrat en 
materiau semiconducteur est susceptible d'induire, dans 

25 certaines conditions, la formation de microcavites ou 
de microbulles (encore designees par le terme 
"platelets" dans la terminologie anglo-saxonne) a une 
profondeur voisine de la profondeur moyenne de 
penetration des ions implantes. Si ce substrat est mis 

30 en contact intime, par sa face implantee avec un 
raidisseur et qu'un traitement thermique est applique a 
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une temperature suffisante, il se produit une 
interaction entre les microcavites ou les microbulles 
conduisant a une separation du substrat semiconducteur 
en deux parties : un film mince semiconducteur adherant 
5 au raidisseur d r une part, le reste d\i substrat 
semiconducteur d 1 autre part. La separation a lieu au 
niveau de la zone ou les microcavites ou microbulles 
sont presentes. Le traitement thermique est tel que 
1 'interaction entre les microbulles ou microcavites 

10 creees par implantation est apte a induire une 
separation entre le film mince et le reste du substrat. 
On peut done obtenir le transfert d'un film mince 
depuis un substrat initial jusqu'a un raidisseur 
servant de support a ce film mince. 

15 La creation d f une zone fragilisee et la 

separation au niveau de cette zone peuvent egalement 
itre utilisees pour la fabrication d f un film mince de 
materiau solide autre qu'un materiau semiconducteur, un 
materiau conducteur ou dielectrique , cristallin ou non 

20 (voir le document FR-A-2 748 850) . 

Ce procede s'avere tres interessant et est 
utilise notamment pour obtenir des substrats SOI. Le 
passage de ces ions peut amener des perturbations pour 
certaines applications. Cependant, l'epaisseur de film 

25 mince obtenu depend de 1'energie d 1 implantation que 
peut fournir les implanteurs. L'obtention de films 
relativement epais (50 pirn par exemple) exige des 
implanteurs tres puissants, ce qui impose une limite 
pour les epaisseurs disponibles. II peut en outre 

3 0 presenter un inconvenient en ce sens que le film mince 
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obtenu a ete t raver s§ par les ions destines a former 
les microcavites. 

Le document FR-A-2 738 671 (correspondant 
au brevet americain N° 5 714 395) divulgue un procede 
5 utilisant egalement 1 1 implantation ionique pour creer 
une zone fragilisee qui permet, grace a un traitement 
posterieur, d'obtenir la separation d'une couche 
superf icielle d'avec le reste d*un substrat initial. 
Selon ce document, 1 1 implantation ionique est effectuee 

10 a une profondeur superieure ou egale a une profondeur 
minimum determinee pour que le film mince obtenu soit 
rigide apres sa separation d'avec le reste du substrat 
initial. On entend par film rigide un film autoporte, 
c'est-a-dire independant mecaniquement et pouvant etre 

15 . utilise ou manipule directement. 

Expose de 1' invention 

Pour remedier a ces inconvenients f la 
20 presente invention propose d'implanter (ou 
d 1 introduire) les especes gazeuses par la face arriere 
du substrat / c r est-a-dire par la face du substrat 
opposee au film ou couche mince desiree. Pour cela, il 
faut que le substrat soit "transparent aux ions" du 
25 cote de sa face arriere. 

L' invention a done pour objet un procede de 
realisation d 1 une couche mince a partir d'une 
structure, le procede impliquant 1 9 introduction 
d* especes gazeuses pour creer une zone fragilisee 
30 conduisant a une separation de la structure au niveau 
de cette zone fragilisee, le procede etant caracteris£ 
en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 
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a) realisation d'une structure empilee formee d'une 
premiere partie conqrue pour faciliter 1 1 introduction 
des especes gazeuses et d'une deuxieme partie, la 
deuxieme partie possedant une premiere face libre et 

5 une. deuxieme face solidaire de la premiere partie, 

b) introduction d* especes gazeuses dans la structure , a 
partir de la premiere partie pour creer une zone 
fragilisee, la couche mince etant ainsi delimitee 
entre ladite premiere face libre de la deuxieme 

10 partie et ladite zone fragilisee, 

c) separation de la couche mince du reste de la 
structure au niveau de la zone fragilisee. 

De preference , 1 ' introduction d ' especes 
gazeuses est realisee par implantation ionigue au 

15 travers de la .face libre de la premiere partie. 

Li 1 introduction d 1 especes gazeuses peut 
creer une zone fragilisee dans la premiere partie,. dans 
la deuxieme partie. ou a -1* interface entre la premiere 
partie et la deuxieme partie. 

20 La premiere partie peut comprendre un 

materiau a forte porosite ou a faible pouvoir d* arret 
pour les especes gazeuses ou d'epaisseur correspondant 
§ la profondeur de penetration des especes gazeuses' 
dans cette premiere partie. 

25 L 1 introduction d' especes gazeuses etant 

realisee par implantation ionique, la premiere*, partie 
peut comprendre un support transparent aux especes 
gazeuses implantees, c'est-a-dire un support presentant 
. des ouvertures aux especes gazeuses implantees, le 

30 rapport de la surface totale des ouvertures par rapport 
a la surface du support etant tel que la separation 
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peut se produire au niveau de la zone fragilisee creee . 
Le support peut etre une grille, la premiere partie 
comprenant aussi un film depose sur la grille et 
solidaire de la deuxieme partie. 
5 La premiere partie peut etre un film 

autoporte initialement pose sur un support , la deuxieme 
partie etant formee sur la premiere partie par 
croissance pour fournir une structure manipulable. La 
croissance de' la deuxieme partie peut etre r^alisee par 
10 un procede de depot CVD ou un procede d'epitaxie en 
phase liquide. 

Avantageusement, la premiere partie 
comprend une couche superf icielle servant de germe pour 
la croissance de la deuxieme partie sur la premiere 
15 partie. La croissance de la deuxieme partie- peut etre 
realisee . pair un procede de depot CVD ou un procede 
d'epitaxie en phase liquide. L* introduction d'especes 
gazeuses peut etre menee de fa<?on que la zone 
fragilisee laisse subsister, apres separation, en 
20 . surface de la premiere partie une couche- pouvant servir 
de germe pour faire croitre a nouveau urie deuxieme 
partie sur la premiere partie. 

Eventuellement , avant l'etape b) ou avant 
l^tape c) , un support intermediaire est fixe sur la 
25 premiere partie. Apres l'etape c) , • le support 
intermediaire peut etre elimine. 

La structure peut ..comprendre une couche 
destinee a favoriser la separation, les especes 
gazeuses etant introduites dans cette . couche . 
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L'etape de separation peut etre realisee 
par apport d*6nergie thermique et/ou mecanique a la 
zone fragilisee. 

L'etape de separation peut mettre en oeuvre 
5 un apport d'energie pour initier une action de clivage 
utilisant un front de clivage se propageant le long de 
la zone fragilisee. Cette technique est en particulier 
divulguee par le document WO 98/52 216. 

Les especes gazeuses peuvent etre choisies 
10 parmi l'hydrogene et les gaz rares, ces especes pouvant 
etre introduites seules ou en combinaison. 

Breve description des dessins 

15 L' invention sera mieux comprise et d*autres 

avantages et particularites apparaitront a la lecture 
de la description qui va suivre, donnee a titre 
d'exemple non limitatif, accompagnee des dessins 
annexes parmi lesquels : 

20 - les figures 1A a ID illustrent un premier 

mode de realisation de la presente invention, 

- les figures 2A a 2D illustrent un 
deuxieme mode de realisation de la presente invention. 

25 Description detaillee de modes de realisation de 
1 1 invention 

Les figures 1A a ID illustrent un mode de 
realisation de l 1 invention oti la premiere partie de la 
30 structure comprend une grille. 

La figure 1A est une vue en perspective et 
en coupe partielle de cette premiere partie 10. La 
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premiere partie 10 comprend une grille 11 formee de 
barreaux dont la section peut etre carree ou 
rectangulaire . Les barreaux ont par exemple 80 fim de 
largeur et peuvent etre espaces de quelques centaines 
5 de micrometres a quelques millimetres. Suivant . les 
dimensions des barreaux et des espacements qui les 
separent, la grille peut servir de raidisseur et 
permettre la separation au niveau de la zone implantee 
sans induire la formation de cloques. 

10 Quand les espacements entre les barreaux 

sont trop grands et/ou si la profondeur de penetration 
des ions n ? est pas suffisante pour induire une 
separation (on a alors formation de cloques) et: 
conduire a un film autoport£, on peut deposer apres 

15 I'etape d ' implantation une couche qui sert de 
raidisseur sur la face libre de la premiere partie . 

La grille 11 peut etre realisee par gravure 
d'une plaquette de Si ou de SiC. 

La grille 11 sert de support a un film 12 

20 forme d'une ou plusieurs couches, par exemple de deux 
couches 13 et 14. Si on desire obtenir a 1 • issue du 
procede une couche mince de siliciura monocristallin, la 
couche 13 peut etre en Si0 2 et avoir 1 /xm d'epaisseur 
et la couche 14 peut etre en silicium et avoir 2 fim 

25 d'epaisseur. Le film 12 peut etre obtenu et depose sur 
la grille 11 par le procede divulgue dans . le document 
FR-A-2 738 671 cite plus haut , Le film 12 peut etre 
rendu solidaire de la grille 11 par une technique 
d 1 adhesion moleculaire connue de 1 • homme de 1 9 art . On 

30 peut aussi utiliser une colle pour solidariser le film 
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12 et la grille 11 en s'assurant que la colle ne 
perturbe pas 1 1 implantation ionique. 

La couche 14 peut alors servir a la 

v. 

formation de la deuxieme partie de la structure. C'est 
5 ce que montre la figure IB qui est une vue en coupe 
transversale de la structure. La deuxieme partie 20 est 
une couche de silicium monocristallin obtenue par 
croissance a partir de la couche 14 servant de germe. 
La croissance est par exemple obtenue par une technique 
10 de . depot CVD ou par epitaxie en phase liquide. La 
deuxieme partie 20 peut alors atteindre plusieurs /xm, 
voire quelques dizaines de jim, par exemple 50 /im 
d*epaisseur. 

La figure 1C, qui est egalement une vue en 
15 coupe transversale de la structure, illustre l'etape 

d' implantation ionique effectuee .au travers de la 

grille 11. L 1 implantation ionique peut consister a 

implanter des ions hydrogene, figures symbol iquement 

par les f leches 1, avec une dose de 10 17 H + /cm 2 et une 
20 energie de 4 00 keV. Les ions parviennent 

majoritairement dans la couche 14 en silicium pour y 

former une zone fragilisee 15. 

L 1 introduction d'especes gazeuses dans une 

couche de materiau pour constituer une zone fragilisee 
25 peut aussi se faire par d'autres methodes employees 

seules ou en combinaison et decrites dans le document 

FR-A-2 773 261. 

La figure lD r qui est egalement une vue en 

coupe transversale de la structure, illustre I'gtape de 
30 separation. La separation peut avoir lieu par recuit 

therraique et/ou par utilisation de forces mecaniques. 
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On obtient alors une couche mince 2 entre la face libre 
21 de la deuxieme partie 20 et 1 1 emplacement initial de 
la zone fragilisee. La couche initiale 14 est alors 
scindee en deux sous -couches 14 1 et 14". La couche 
5 mince 2, d f environ 50 £im d'epaisseur, est recuperee 
pour etre exploitee. Le reste de la structure, 
• const itue de 1 1 empilement grille 11, couche 13 et sous- 
couche 14" (formant le film 12' J, peut etre reutilise 
comme nouvelle premiere partie, la sous-couche 14" 

10 servant de germe pour la formation d'une nouvelle 
seconde partie - 

Dans cet exemple de realisation, la zone 
fragilisee a ete creee dans la couche 14 appartenant a 
la premiere partie de la structure, la couche mince 

15 obtenue comprenant alors /la premiere partie de . la 
structure et une portion de la deuxieme partie (la 
sous-couche 14'). H entre aussi dans le cadre de la 
presente invention de creer la zone fragilisee a 
1' interface des deux parties, auquel cas la couche 

20 mince obtenue correspondrait ■ exactement a la deuxieme 
.partie de la structure. Cette variante presente un 
avantage : une zone de defauts creee a cette interface 
favorise la separation. Cette zone de defauts peut 
contenir des defauts cris tall ins et/ou des microcavites 

25 qui vont. favoriser la separation. II est aussi possible 
de creer la zone fragilisee dans la deuxieme partie de 
la structure, auquel cas la couche mince obtenue 
correspondrait a une portion de la deuxieme partie. 

Dans une variante du . proc§d£, 

30 1 ' introduction des especes gazeuses peut etre realisee 
pour une energie d f implantation de 200 keV par exemple. 
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Dans ce cas, avant separation on raj out e sur la face 
libre de la premiere partie une couche qui sert de 
raidisseur et qui permet la separation. Cette couche 
peut etre constitute par exemple de 3 /xm d'oxyde de 
5 silicium. 

La deuxieme partie de la structure peut 
aussi etre constitute d'un empilement de couches. Elle 
peut-etre, temporairement ou non, fixee a un support 
intermediaire . 

10 II peut etre prevu dans la structure une 

couche specif ique, par exemple realisee avant la 
formation de la deuxieme partie, destinee a favoriser 
la separation au niveau de la zone fragilisee. La 
couche specif ique peut etre une couche de SiGe 

15 epitaxiee sur une couche de silicium de la" premiere 
partie. La deuxieme partie est epitaxiee sur la couche 
de SiGe et 1 1 implantation est realisee au niveau de la 
couche de SiGe contrainte. La couche specif iee peut 
etre une couche de silicium fortement dopee au bore. Un 

20 tel materiau permet d'obtenir une. separation a I'aide 
d'un budget thermique et/ou mecanique plus faible. 

Les figures 2A a 2D illustrent un autre 
mode de realisation de 1 1 invention ou la premiere 
partie de la structure est constitute par un film 

25 autoporte. Ces figures sont des vues en. coupe 
transversale . 

La figure 2A montre un film autoporte 31 
pose sur un support 30 sans y adherer. Le film 
autoporte* 31 est par exemple un film de silicium de 

30 5 fim d'epaisseur obtenu par le procede divulgiie dians le 
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document FR-A-2 738 671 cite plus haut . Ce film 31 
constitue la premiere partie de la structure. 

La figure 2B montre gu'une couche 32 a ete 
formee sur le film 31. La couche 32 peut etre une 
5 couche de silicium de 45 /zm d'epaisseur, epitaxiee sur 
la couche 31. La couche 32 constitue la deuxieme partie 
de la structure. On obtient une structure manipulable. 

La figure 2C montre la structure qui a ete 
retournee sur son support 3 0 pour subir l^tape 

10 d* implantation ionique. Des ions hydrogene (figures 
symboliquement par les f leches 33) sont alors 
implantes, par exemple pour une dose de 10 17 HVcm 2 et 
avec une energie de 5 00 JceV. Dans cet exemple de 
realisation, la zone fragilisee est creee a 1 1 interface 

15 entre les deux parties 31 et 32. Pour creer cette zone 
fragilisee, on peut utiliser une coimplantation 
d' helium et d r hydrogene par exemple. 

La structure est a nouveau retournee sur 
son support et, par exemple par un traitement thermique 

20 ou par un traitement thermique partiel suivi d'une 
application de forces mecaniques, la separation entre 
les parties 31 et 32 est obtenue. On obtient une couche 
mince constitute par la . deuxieme partie 32 comme le 
montre la figure '2D.*. La partie 31 peut a nouveau etre 

25 utilisee pour appliquer le procede de 1» invention. 

L 1 invention s'applique a. I'obtention de 
couches minces de. differents materiaux. II est ainsi 
possible d'obtenir des couches de GaN autoportees pour 
des applications optoelectroniques ou microelectro- 

30 niques. Dans ce cas, le film autoporte peut etre en 
SiC. Sur ce film, on peut realiser une couche epaisse 
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de GaN par exemple par epitaxie a 1050 °C. De 
l'hydrogene est ensuite implante selon une dose de 
10 16 HVcm 2 £ 250 keV dans le SiC au voisi-nage de 
1» interface avec GaN. A 1'aide par exemple d'un 
5 traitiement thermique a 850°C, la separation est obtenue 
au niveau de la zone implantee. On obtient un film de 
GaN autoporte muni d'une couche mince de SiC provenant 
de la separation. Le reste du film de SiC qui est 
tou jours autoporte peut etre recycle. 
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REVBNDI CATI ONS 

- -1. -Procede -de - realisation d'-une- couche 

mince (2,32) a partir d ! une structure, le procede 
5 impliguant 1 1 introduction d'especes gazeuses pour creer 
une zone fragilisee conduisant a une separation de la 
structure au niveau de cette zone fragilisee, le 
procede etant caracterise en ce qu'il comprend les 
etapes suivantes : 
10 a) realisation d'une structure empilee formee d'une 
premiere partie (10,31) concue pour faciliter 
1 1 introduction des especes gazeuses et d'une deuxieme 
partie (20,32) la deuxieme partie possedant une 
premiere face libre et une deuxieme face solidaire de 
15 la premiere partie, 

b) introduction d' especes gazeuses dans la structure, a 
partir de la premiere partie (10,31) pour creer une 
zone fragilisee (15), la couche mince etant ainsi 
delimitee entre ladite premiere face libre de la 

2 0 deuxieme partie et ladite zone fragilisee, 

c) separation de la couche mince (2,32) du reste de la 
structure au niveau de la zone fragilisee. 

2. Procede selon la revendication 1/ 
25 caracterise en ce que 1 ' introduction d' especes gazeuses 

est realisee par implantation ionique au travers de la 
face libre de la premiere partie. 

3. Procede selon la revendication 1, 
30 caracterise en ce que 1 1 introduction d' especes gazeuses 
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cree une zone fragilisee (15) dans la premiere partie 
(10) . 

4. Procede selon la revendication 1, 
5 caracteris§ en ce que 1 1 introduction d 1 especes gazeuses 
cree une zone fragilisee dans la deuxieme partie. 

5- Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que 1' introduction d* especes gazeuses 
10 cree une zone fragilisee a I' interface entre la 
premiere partie (31) et la deuxieme partie (32) . 

6. Precede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la premiere- partie comprend un 
15 materiau a forte porosite ou a faible pouvoir d' arret 
pour les especes gazeuses ou d'epaisseur correspondant 
a la profondeur de penetration des especes gazeuses 
dans cette premiere partie. 

20 7* Procede selon la revendication 2, 

caracterise en ce que la premiere partie comprend un 
support transparent aux especes gazeuses implant6es, 
e'est-a-dire un support presentant des ouvertures aux 
especes gazeuses implantees, le rapport de la surface 

25 totale des ouvertures par rapport a la surface du 
support etant tel que la separation peut se produire au 
niveau de la zone fragilisee creee. 

8. Procede selon la revendication 1, 
30 caracterise en ce que le support est une grille (11) , 
la premiere partie (10) comprenant aussi un film (12) 
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depose sur la grille et solidaire de la deuxieme partie 
(20) . 

9. Procede selon la revendication 1, 
5 caracterise en ce que la premiere partie (31) est un 
film autoporte initialement pose sur un support (30), 
la deuxieme partie etant formee sur la premiere partie 
par croissance pour fournir une structure manipulable, 

10 10. Procede selon la revendication 9, 

caracterise en ce que la croissance de la . deuxieme 
partie (32) est realis£e par un procede de depot CVD ou 
un procede d'epitaxie en phase liquide. 

15 Procede selon la revendication 1, 

caracterise en ce que la premiere partie (10) comprend 
une couche super ficielle (14,14") servant de germe pour 
la croissance de la deuxieme partie sur la premiere 
partie. 

20 

12. Procede selon la revendication 11, 
caracterise en ce que la croissance de la deuxieme 
partie est realisee par un procede de depot CVD ou un 
procede d'epitaxie en phase liquide. 

25 . 

13. Procede selon l'une des revendicatidns 
11 ou 12, caracterise en ce que 1 1 introduction 
d'especes gazeuses est raenee de fagon que la zone 
fragilisee (15) . laisse subsister, apres separation, en 

30 surface de la premiere partie (10) une couche (14") 



WO 02/47 J 56 



16 



PCT/FR01/03873 



pouvant servir de germe pour faire croitre a nouveau 
une deuxieme partie sur la premiere partie. 

14. Proc§d6 selon la revendication l, 
5 caracterise en ce que, avant l'£tape b) ou avant 

I'etape c) , un support intermediaire est fixe sur la 
premiere partie . 

15. Procede selon la revendication 14, 
10 caracterise en ce que, apres l'etape c) , le support 

intermediaire est elimine. 

16. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la structure comprend une couche 

15 destinee a favoriser la separation, les esp§ces 
gazeuses etant introduites dans cette couche. 

17. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que I'etape de separation est 

20 realisee par apport d f energie thermique et/ou mecanique 
a la zone fragilisee. 

18. Procede .selon la revendication 1/ 
caracterise en ce que I'etape de separation met en 

25 ceuvre un apport d'energie pour initier -une action de 
clivage utilisant un front de clivage se propageant le 
long de la zone fragilisee. 

19. Procede selon la revendication 1, 
30 caracterise en ce que les especes gazeuses. sont 
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choisies parrai l'hydrogene et les gaz rares, ces 
especes etant introduites seules ou en combinaison. 



WO 02/47156 



PCT/FR01/03873 




FIG. 1 A 



1/3 



WO 02/47156 



PCT/FR01/03873 




\ \\ \\ \\ \\ \ \ \ \ 

,\\ \\ \ x w \\ \\ \ 

N ■ - - N — ' — ' ' ' ' ■ ' ' 




AA' 



f M t 



AS 



FIG. 1 C 



20, 



A* 



AZ 



N x\ \\ \\.\\ n> \ 




14 



AA' 



FIG. 10 



2/3 



WO 02/47156 



PCT/FR01/03873 




, >, >, 7j >, >, 2 // /, >, >, ZS 2ZZZ3 



FIG.2A 




FIG. 2B 



-3f 
30 



-TT I I I 




2ZZZZZZZZ?ZZZZZZZZZZZZZZZZ2Z_ 

\ \\ \ V\\\\ N1 



FIG. 2 e 



-32 



JO 



V 




\ x \ n x N v \ 

K\\\\ \ \\\\.\ 

*/ 72. 5E 7ZZZZZ 5 2 Z2 ^ ^ ^ ^ 



\ 



FIG. 2D 



3/3 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



ilonal Application No 

PCT/FR 01/03873 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H01L21/762 



According lo International Patent Classification (IPC) or to both national ctassfficalion and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification system followed by ctasstR 

IPC 7 H01L 


cation symbols) 




Documentation searched other than minimum documentation to the extent Ih 


at such documents ere toctu 


ded In the fiaWs searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, when) practical, search terms used) 

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 0 Citation of document, wflh indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to daJm Mcl 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1999, no. 10, 

31 August 1999 (1999-08-31) 

& JP 11 126910 A (0ENSO CORP), 

11 May 1999 (1999-05-11) 

-& US 6 191 007 Bl (0HSHIMA HISAYOSHI ET 

AL) 20 February 2001 (2001-02-20) 

column 34, line 56 -column 35, line 28; 

figure 22 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 1999, no. 02, 
26 February 1999 (1999-02-26) 
-& JP 10 308355 A (DENSO CORP), 
17 November 1998 (1998-11-17) 
abstract; figures 

-/-- 



1-3, 
17-19 



1-5,9-13 



m 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



0 



Patent family members are listed in annex. 



Special categories of cited documents : 

"A* document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance 
E* earlier document but published on or after the International 

tiling date 

V document which may throw doubts on priority dairnfs) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

P" document published prior to the International riling date but 
later than the priority dale claimed 



T later document published after the International filing date 
or pnorfly date and nol in conflict with the application but 
died to understand the principle or theory underlying the 
Invention 

*X* document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve en Inventive step when the document Is taken alone 

T document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered to Involve an Inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person stdDed 
in the art 

document member of the same patent family 



Date of Ihe actual completion of the International search 



25 March 2002 



Date of mailing of the international search report 

12/04/2002 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patenllaan 2 
NL~2280HVRJJsw8k 
Tel (431-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo rt, 
Fax: (+31 -70) 340-3016 



Authorized 



Wirner, C 



Forni PCT/1SA/210 (second shoot) (Jut/ 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



IntVMIonal Application No 

PCT/FR 01/03873 



(^Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * Citation of document, with Indtcation.where appropriate, ol the relevant passages 



Relevant to claim No. 



EP 0 767 486 A (CANON KK) 
9 April 1997 (1997-04-09) 
abstract; claims; figures 

"SOI INTERPOSER STRUCTURE" 
IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM 
CORP. NEW YORK, US, 

vol. 39, no. 7, 1 July 1996 (1996-07-01), 
pages 191-195, XP000627972 
ISSN: 0018-8689 
abstract; figures 

EP 0 763 849 A (COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOMIQUE) 19 March 1997 (1997-03-19) 
cited in the application 
abstract; claims; figures 

EP 0 665 588 A (COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOMIQUE) 2 August 1995 (1995-08-02) 
abstract; claims; figures 



1-7, 
16-19 



1,14,15 



1,14,15 



1,7,8 



Form PCT/iSA/210 (eonthtialion ol eocond sheol) (July 1992} 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

inrormanon on patent tamiiy memoers 



\rOmWonat Application No 

PCT/FR 01/03873 



Patent document 




Publication 




Patent family 


Publication 


cited in search report 




date 




memt>er(s) 


date 


JP 11126910 


A 


11-05-1999 


US 


6191007 Bl 


20-02-2001 


JP 10308355 


A 


17-11-1998 


US 


6251754 Bl 


26-06^2001 


tr U/O/HOO 


A 


Uy-04-199/ 


ID 

Jr 


9162090 A 


20-06-1997 








CA 


2187269 Al 


07-04-1997 








CN 


1159071 A 


10-09-1997 








EP 


0767486 A2 


09-04-1997 








SG 


63669 Al 


30-03-1999 








US 


6246068 Bl 


12-06-2001 








US 


5854123 A 


29-12-1998 








US 


2001019153 Al 


06-09-2001 


EP 0763849 


A 


19-03-1997 


FR 


2738671 Al 


14-03-1997 








DE 


69617147 Dl 


03-01-2002 








EP 


0763849 Al 


19-03-1997 








JP 


9181011 A 


11-07-1997 








US 


5714395 A 


03-02-1998 


EP 0665588 


A 


02-08-1995 


FR 


2715501 Al 


28-07-1995 








DE 


69508817 Dl 


12-05-1999 








DE 


69508817 T2 


07-10-1999 








EP 


0665588 Al 


02-08-1995 








JP 


7254690 A 


03-10-1995 








US 


5559043 A 


24-09-1996 



Form PCTASA/210 (patent family omex) (Juty 1392) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



D^plde Internationale No 

PCT/FR 01/03873 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 

CIB 7 H01L21/762 



Seton la dassHication internal tonale das brevets (C1B) ou a la fob seion la classification nafionate et la C© 



B. OOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation mtnimale consul! ee (systeme de classification survi des symbotes de classemenl) 

CIB 7 H01L 



Documentation consuttee autre que la documentation minlmale dans la mesure cu ces documents refeverrt des domaines sur lesquets a ports la recherche 



Base de donnees electronlque consultee au couis da la recherche Internationale (nom de la base de donnees. et si realisable, lermes de recherche utilises) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB 



C. DOCUMENTS COMSH3ERES COMME PERTINENTS 



Categorie ° 


IdenliRcatton des documents cites, avec. fa cas echeant. rindteatlon des passages pertinents 


no. des revendrcations visees 


X 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1999, no. 10, 

31 aoflt 1999 (1999-08-31) 

& JP 11 126910 A (DENSO CORP), 

11 mai 1999 (1999-05-11) 

-& US 6 191 007 Bl (OHSHIMA HISAYOSHI ET 

AL) 20 fevrier 2001 (2001-02-20) 

colonne 34, ligne 56 -colonne 35, ligne 

28; figure 22 


1-3, 
17-19 


A 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 1999, no. 02, 
26 fevrier 1999 (1999-02-26) 
-& JP 10 308355 A (DENSO CORP), 
17 novembre 1998 (1998-11-17) 
abrege; figures 

-/— 


1-5,9-13 


|~X~] Voir "a suUodu cadre C pour b finds bade das documents )fj Los documents do famBlos do brevets sonl Indkrues on annexe 



•A' dccurrtentdefirassantretai^ 

consider© comma paitafierement pertinent 
•E* document antdifeur, mate publB a ta date de depot international 
ou apres cette date 

L' documenl pouvant (eler un doute sur une revendJcalion de 

priorite ou cfie pour (ieterminer la date de publication crura? 

autre citation ou pour une raison spedate (telle qulndiquee) 
'O" document se referanl a une divulgation orate, a un usage, a 

una exposition ou tous autres moyens 
P* document pubila avant la date de depot International mats 

posterieurement a ta data de priority ravendiquee 



T* document utterieur pub tie apres la date da depot international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a retat de la 
technique pertinent mais die pour comprendre la prtncipe 
ou ta theorie cortstUuant la base de r invention 

'X* document partfculierement pertinent; rinven Hon revendlquee ne peut 
etre consideree comme nouveBe ou comme Impllquant une actlvtte 
inventive par rapport au document considers isolement 

*V documenl pajticuBerement pertinent; rinven lion ravendiquee 

ne peut etre consideree comme fnpliquanl une actMte inventive 
torsque to document est assode a un ou plusieurs autres 
documents de me me nature, cette comblnaison etant evidente 
pour une personne du metier 
document qui fait partle de la memo famBle de brevets 



Date a laqueBe la recherche International a ere etfecthremenl achevee 

25 mars 2002 



Nom et adresse postale de radmlnistralion chargee de la recherche Internationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL-22B0HV RijSWij^ 
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax (431-70) 340-3016 



Date <f expedffion du present rapport de recherche Internationale 

12/04/2002 



Fonctionnalre autortse 



Wirner, C 



Feimulalro PCT/ISA/2.0 (deuxfcm© fouflto) Quflfet 1992) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 


Deride Internationale No 

PCT/FR 01/03873 


C.(»ulIo) DOCUMENTS CONSIUhHtS COMME PERTINENTS 


Cotftgoilo 


' Identification des documents cites, ovec,le cas echeant, ItrKficatlondes passages pertinents 


no. des revendications visees 


A 


EP 0 767 486 A (CANON KK) 
9 avrtl 1997 (1997-04-09) 
abrege; revendications; figures 




1-7, 
16-19 


A 


n S0I INTERPOSER STRUCTURE" 
IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM 
COKr. NEW YORK, US, 
vol. 39, no. 7, 

1 juillet 1996 (1996-07-01), pages 
191-195, XP000627972 
ISSN: 0018-8689 
abrege; figures 




1,14,15 


A 


EP 0 763 849 A (COMMISSARIAT ENERGIE 
AT0MIQUE) 19 mars 1997 (1997-03-19) 
cite dans la demande 
abrege; revendications; figures 




1,14,15 


A 


EP 0 665 588 A (COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOMIQUE) 2 aoQt 1995 (1995-08-02) 
abrege; revendications; figures 




1,7,8 


Fcrmolalro PUI ASA/2 U) (culto do ladMixieme touUte) (Juiltol19ee> 





RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Renseignements relams aux mem&resde Tamilles ac orevets 



Ado Internationale No 

PCT/FR 01/03873 



Document Drevet cue 






Date cte 




Membre(s; ae ta 


— — 1 

Oats da 


au rapport cte recherche 




publication 




famille de brevet(s) 


publication 


JP 11126910 


A 


11-05-1999 


US 


6191007 Bl 


20-02-2001 


JP 10308355 


A 


17-11-1998 


US 


6251754 Bl 


26-06-2001 


EX U/D/MOO 


A 
H 


ftQ-OA-1 QQ7 


.IP 




?fi— flf\— 1Q07 

cu uo lyy/ 








CA 


2187269 Al 


07-04-1997 








CN 


1159071 A 


10-09-1997 








EP 


0767486 A2 


09-04-1997 








SG 


63669 Al 


30-03-1999 








US 


6246068 Bl 


12-06-2001 




















US 


2001019153 Al 


06-09-2001 




EP 0763849 


A 


19-03-1997 


FR 


2738671 Al 


14-03-1997 








DE 


69617147 Dl 


03-01-2002 








EP 


0763849 Al 


19-03-1997 








OP 


9181011 A 


11-07-1997 








US 


5714395 A 


03-02-1998 


EP 0665588 


A 


02-08-1995 


FR 


2715501 Al 


28-07-1995 








DE 


69508817 Dl 


12-05-1999 








DE 


69508817 T2 


07-10-1999 








EP 


0665588 Al 


02-08-1995 








JP 


7254690 A 


03-10-1995 








US 


5559043 A 


24-09-1996 



FomulaJre PCT/iSA/210 (annexe femffias do bnsvais} OuiEat 1992) 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

/ 

P IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
^3 FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCED) OR EXfflBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: - 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



